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@ Support pour mlcroplaquettes de circuits Integres, et son procode de fabrication. 

@ Le support comprend una couche dielectrique (2) 
d'ou fait saillie un reseau de broches (6) munies d'un 
epaulement (7), isolees electriquement entre elles. et un 
plan de masse (5) isole electriquement des broches, mais 
compose du meme mat6riau que celles-ci. Un revetement 
isolant (8) couvre le plan (5) et entoure les broches. La 
fabrication est realisee par Tetectro-erosion d'un substrat 
du materiau des broches, adjacent a la couche (2), atta- 
ched a un support amovible (3). L'isolement electrique 
des broches est paracheve par une attaque chimique 
jusqu'a la couche (2) des restes de materiau du substrat 
laisse autour des broches par l'6lectro-6rosion. Le proced6 
permet d'eviter tout traitement mecanique tel que I'abra- 
sage ou polissage de la couche (2) en cas d'insertion 
mecanique de broches. 

Peuvent etre utilises dans les disposittfs electroniques 
a circuits in teg res. 




a 

lu 



ACTOR UM AO 



BEST AVAILABLE COPY 



0002166 



1 

SUPPORT POUR MICROPLAQUETTES DE CIRCUITS 
INTE6RES , ET SON PROCEDE DE FABRICATION 

Description 
Domaine technique de l 1 invention 

La prSsente invention concerne un support sur lequel 
peuvent Stre montfies des microplaquettes de circuits 
int§gr6s, et son proc6d§ de fabrication. Plus parti- 
culidrement, la prSsente invention concerne un support 
pour microplaquettes de circuits intSgrfis qui comprend 
un plan de masse et des broches Slectriquement Isoldes, 
et son procSdS de fabrication. 

Etat de la technique antSrieure 

La plupart des supports sur lesquels peuvent Stre 
montSes des microplaquettes & circuits int6gr6s ac- 
tuellement disponibles dans le commerce sont fabriqu§s • 
3 partir d'un matSriau eiectriquement isolant, par 
exemple une feuille en c§ramique, dans lequel sont ln- 
serSs sur un de ses c6t§s des broches conductrices qui 
vont Stre ensuite connectgs a des cartes ou des panneaux. 
Les feuilles de cfiramique sont normalement perforSes de 
trous et le rSseau de broches requis pour une applica- 
tion particuliSre est ensuite insfirg dans la cSramique 
par les trous dSja performs. Le processus ci-dessus 
souffre des difficultSs rencontr^es lors de 1' insertion 



0002166 



2 

des broches dans les trous, ou gvidements, dgja formSs. 

Par ailleurs, une proposition recente consiste 3 utili- 
ser un support conducteur qui joue le r51e de plan de 
masse et dans lequel sont insgrgs des broches glectri- 

5 quement isolges. Dans cette proposition, une mince 

couche isolante couvre la structure et l'isole des mi- 
croplaquettes a circuits intggrgs qui sont montges sur 
la surface de la couche isolante. Cette structure est 
avantageuse en ce sens qu'elle glimine le besoin de 

10 broches de retour sgparges. Cependant, les inconvgnients 
qui consistent a avoir a insurer les broches dans les 
trous ou gvidements approprigs, sont tou jours presents. 
En outre/ pour obtenir une surface plane sur le c6t§ 
oppos§ a celui qui contient les broches, il est ngces- 

15 saire d* employer des procgdgs d'abrasage et de polis- 
sage. Ces procgdgs sont utilises une fois les broches 
insgrges et une fois la structure revStue d'une couche 
isolante et, par voie de consgquence, soulSvent certains 
probl&mes relatifs a la performance. Par exemple, l'abra- 

20 sage et le polissage deviennent difficiles lorsqu'une 
surface est composSe de zones realisges dans des matg- 
riaux diffgrents, par exemple, des zones rgalisges dans 
un matgriau conducteur et d'autres realisges dans un 
matgriau isolant, vu que ces matgriaux sont polis a des 

25 cadences diffgrentes. 

Bien que le brevet des E.U.A. No. 3 991 347 gvoque un 
dispositif dans lequel des rggions conductrices sont 
glectriquement isolges du reste du matgriau, le procgdg 
utilisg pour arriver a cette fin n"y est pas dgcrit ex- 
30 plicitement. 

Le brevet des E.U.A No. 3 455 239 suggSre la formation 
de tiges. Ce brevet suggfcre d'utiliser des faisceaux 
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d" Electrons pour fabriquer les tiges. Mais il ne suggSre 
pas la presence d'une couche d'isolement filectrique pas 
plus qu'il ne suggSre l'isolement des tiges. 

Le brevet des E.U.A No. 3 881 244 suggSre la formation 
5 de plusieurs plots e spaces dans une pastille de silicium 
semi-conducteur 3. I'aide de proc§d6s de masquage et d'at- 
taque sSlectifs. 

On peut Sgalement citer, comme £irt antfirieur, les 
brevets des E.U.A. No. 3 387 952 et No. 3 851 382 qui 
10 suggSrent des moyens employes comme §l§ment d'arrSt 
durant la formation d'une configuration. 

Expos § de I 1 invention 

La prfisente invention concerne un support pour micro- 
plaquettes a circuits int€gr§s qui comprend un S16ment 

15 diSlectrique, ou couche isolante, contenant un r§seau 
de broches glectriquement conductrices espacSes qui 
font saillie sur un de ses cOtSs, support dans lequel 
les broches sont 61ectriquement isolSes entre elles. 
Le support comprend ggalement un plan de masse conduc- 

20 teur ou semi-conducteur qui couvre substantiellement 

tout le cOt§ du matgriau diSlectrique d'oil font saillie 
les broches sauf qu'il est Sgalement Slectriquement 
isolS de chacune des broches. Une encapsulation non 
conductrice et/ou un agent de remplissage couvre le 

25 plan de masse et entoure chaque broche dans le rSseau 

de broches. Des connexions Slectriques peuvent traverser 
le matSriau diSlectrique. Le support peut §tre montS, 
par exemple, dans une carte ou un panneau de circuits 
intSgrSs au moyen de techniques bien connues, par 

30 exemple, par enfichage, soudage ou cSblage. 
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La caract§ristique de fabrication de la presente inven- 
tion est d" obtenir un substrat glectriquement conduc- 
teur ou semi-conducteur qui est revStu d'un c5t§ d'un 
film diSlectrique. Un §l§ment support est rattach€ a 

5 l 1 autre c6t§ du film diSlectrique. L'SlSment support 
est temporairement rattach§ (par exemple, de fagon 
amovible) au film diglectrique. II est produit un rS- 
seau de broches en soumettant le substrat glectrique- 
ment conducteur ou semi-conducteur a un proc§d§ d'Slec- 

10 tro-Srosion (ou fitincelage) . Les broches sont electri- 
quement isol§es entre elles en enlevant le mat§riau du 
substrat qui, apr&s le procide de fabrication par €lec- 
tro-§rosion, reste autour de chacune des broches du 
rfiseau jusqu'a la couche di§lectrique. 

15 Un agent d 1 encapsulation et/ou un mat§riau de remplis- 
sage est appliquS pour recouvrir le plan de masse et 
pour entourer chacune des broches du reseau; aprSs 
quoi, l r Sl§ment support est supprim§. L'el§ment support 
est employ§ a la fois pour supporter l'objet alors 

20 soumis a l f £lectro-§rosion et pour proteger la surface 
du film diglectrique de mani§re a maintenir sa plan§i- 
itfi. Etant donnS que la plan6iit§ du film isolant est 
maintenue durant la fabrication, il n'est pas nScessaire 
de traiter mScaniquement sa surface pour obtenir une 

25 surface plane. 

Par voie de consequence, la prisente invention permet 
d'Sliminer les proc§d§s m§caniques de traitement de 
surface nScessaires dans l'art antSrieur pour obtenir 
une surface plane. En outre, la prSsente invention 
30 Slimine le besoin d' insurer des broches conductrices 
rapportSes dans un support, comme cela Stait le cas 
dans I'art ant^rieur. 
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D'autres objets, caract6ristiques et avantages de la 
prSsente invention ressortiront mieux de l*exposg qui 
suit, fait en reference aux dessins annexes a ce texte, 
qui representent un mode de realisation pr6f6r§ de 
5 celle-ci. 

Description des figures 

Les figures 1 & 6 representent des sch§mas du support 
durant diff§rentes etapes du proc6d§ conforme 3l la 
pr§sente invention. 

10 La figure 7 repr€sente schSmatiquement un appareil & 
electro-erosion qui peut Stre utilise pour mettre en 
oeuvre le proc§dS de la prfisente invention. 

La figure 1 reprSsente un article comprenant un substrat 
conducteur ou semi-conducteur 1 sur l'un des cOtes 

15 duquel est depose un film dieiectrique 2. Les surfaces 
du substrat sont de preference planes et lisses. Le 
substrat conducteur ou semi-conducteur peut 6tre rea- 
lise dans un mat6riau quelconque qui est eiectriquement 
conducteur et qui convient & la fabrication du rSseau 

20 de broches. Ces materiaux appropri§s comprennent les 
metaux eiectriquement conducteurs ainsi que les mate- 
riaux non metalliques qui, nSanmoins, peuvent poss6der 
des caractSristiques semi-conduc trices, par exemple, le 
silicium dope, le polysilicium dope, I'arseniure de 

25 gallium dope, ou le germanium dope. Comme exemples de 

quelques metaux appropries, on peut citer le molybd§ne, 
le tungst&ne, le cuivre, les carbures metalliques, le 
laiton, I'acier, et divers metaux non ferreux tels que 
1' aluminium. Le substrat conducteur ou semi-conducteur 

30 doit, bien entendu, pouvoir §tre traite par un procede 
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d'eiectro-erosion. La selection de matSriaux approprifis 
peut etre facilement realisge par l'homme de I'art 
aprds qu'il aura pris connaissance de la pr§sente 
invention. L'gpaisseur du substrat est principalement 
5 determinSe par la longueur requise des broches S 

fabriquer et, de fa^on ggnSrale est de l'ordre d' envi- 
ron 0,25mm S environ 2,5cm et, de preference, cette 
longueur se situe entre environ 2,5mm et environ 5mm. 

La couche diSlectrique peut Stre un matgriau eiectri- 
quement isolant quelconque et depend principalement des 
conditions eiectriques demandSes finalement au support. 
Par exemple, le mat§riau dieiectrlque peut Stre l'un 
quelconque des materiaux isolants bien connus comprenant 
des polymSres synthetiques tels que les polyimides, et 
des verres englobant les bioxydes de silicium, les 
verres au phosphore et le quartz obtenu par pulverisa- 
tion reactive. La couche dieiectrique peut §tre formSe 
en tant que surface plane sur uh substrat conducteur 
lisse et, puisque cette surface est protegee, comme 
cela sera dgcrit par la suite, au cours des e tapes de 
traitement, la stir face va rester complStement plane et 
ne va necessiter aucun autre traitement mecanique pour 
la rendre plane. La couche dieiectrique est relative- 
ment mince en comparaison du substrat et a habituelle- 
ment une gpaisseur de l'ordre d' environ 1 a environ 
10 microns. 

La couche dieiectrique sert, d'un cSt§, de support a la 
microplaquette et, de l^utre, de moyen de maintien des 
broches. Un type de film dieiectrique qui peut Stre 
30 utilise conformSment a la pr€sente invention est un 

verre de Schott depose a I'aide d'un faisceau d 1 elec- 
trons sur une Spaisseur d' environ 6 microns. 
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Lorsque le substrat est du silicium dop§ ou du poly- 
silicium dopg, la couche isolante ou diSlectrique peut 
Stre formfie en oxydant un cStS du substrat de silicium 
ou de polysilicium suivant l'§paisseur requise au moyen 

5 d'une technique d'oxydation classique pour obtenir 

l'oxyde de silicium. Par exemple, I'oxydation peut se 
faire par des techniques d'oxydation thermique. En 
outre, si besoin est, l f oxyde peut Stre d§pos6 par des 
techniques bien connues de dSpOt sous vide ou par vapeur 

10 chimique. Le substrat de silicium ou de polysilicium 
est dopg avec des impuretSs du type conforrae £ la 
conductivity requise. Par exemple, le dopage de type p 
peut se faire avec des matSriaux tels que le bore, 
1' aluminium, le gallium et 1' indium. Le dopage de type 

15 n se fait avec de l 1 arsenic, du phosphore, et de l'an- 
timoine. Des techniques de dopage classiques sont 
1 1 implantation ionique et la diffusion thermique. Ces 
techniques sont bien connues dans l'art antfirieur et ne 
seront pas dScrites plus avant. 

20 un SISment support amovible 3 (voir figure 2) , par 

exemple une plaque de verre ou une plaque de mStal, par 
exemple une plaque de cuivre, ou une plaque de rSsine, 
par exemple un polyimide, est rattachS £ un c6tS du 
film diglectrique (c 'est-a-dire, au cOt§ du film di§- 

25 lectrique qui n'est pas adjacent au substrat). II est 
souhaitable d' employer une plaque de verre transparente 
qui laisse voir la couche diSlectrique. La plaque de 
r§sine peut Stre formSe dans un matSriau qui est photo- 
sensible et qui peut cuire lorsqu'il est expos§ h une 

30 Snergie ondulatoire appropriSe pour devenir insoluble 
dans les solvants qui vont Stre utilises dans la suite 
du proc6d§. 
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La plaque support est suf f isamment ipaisse pour que 
1' article puisse Stre maintenu dans la machine utilis§e 
pour l'§lectro-§rosion. Habituellement, l'gpaisseur 
adequate est de l'ordre d' environ 0,3 a environ 0,6 cen- 

5 tim&tres. L 1 filament support amovible peut Stre rattach§ 
au film diSlectrique en utilisant une cire de liaison 
Sliminable ou un adhSsif (non represents) Si 1" interface 
de 1 ' 61§ment support 3 et du film diSlectrique 2 . 
L'61§ment support est prSsent pour maintenir tempo- 

10 rairement en place le rSseau de broches aprSs leur 
fabrication. Les adhSsifs couramment utilises comme 
specimens temporaires ou comme adhesif s de montage 
peuvent Stre utilisSs dans la prSsente invention. Un 
type particulier d'adhSsif disponible dans le commerce 

15 est connu sous le nom de "De Khotinsky" dont certains 

sont & base d'un melange de gomme shellac et de goudron 
de pin. D'autres adhSsifs appropriSs sont le phthalate 
de glycol et de nombreuses compositions adhSsives £ 
base de cire. L'adhSsif temporaire doit Stre suffisam- 

20 ment fort pour maintenir I'SlSment support durant tout 
le proc§d§ de fabrication tout en Stant cependant 
facilement Sliminable, par exemple par, immersion dans 
un bain de solvant qui n'affecte pas les autres mat£- 
riaux de 1' ensemble (par exemple, la couche isolante et 

25 les broches) • 

L 1 article est ensuite soumis Si une technique d'Slectro- 
Srosion (EDM) de manidre h obtenir le rSseau de broches 
requis. Tout le rSseau peut Stre fabriquS simultanSment 
par opposition aux techniques classiques dans lesquelles 
30 les broches sont sSpar&nent insSrSes dans le support. 
Les techniques EDM sont bien connues et les paramStres 
particuliers impliquSs pour la realisation pratique du 
procSdS de la prSsente invention peuvent facilement 
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itre determines par l'homme de l'art aprSs gtude de la 
presente invention. Plus particulidrement, les techni- 
ques d f glectro-grosion dependent fondamentalement du 
matgriau du substrat, du matgriau de l'outil et de la 
tension employes* Pour plus de precision concernant la 
technique EDM, on peut se reporter d l'ouvrage intitulg 
"Metals Handbook" Vol. 3, ASM, Electrical Discharge 
Machining (EDM) , John F. Kahles, pages 227 et suivantes 
et Machine Tools, Chapitre 24, Electrical Machining, 
pages 401 h 411. On peut ggalement se reporter au 
brevet des E.U.A. No. 3 671 706 qui s'appuie sur 1* uti- 
lisation de la technique EDM pour fabriquer des tiges 
de saisie qui coop&rent avec un doigt de saisie pour 
enserrer une feuille. II est & noter que ce brevet n'a 
rien & voir avec la prgsente invention puisque, entre 
autres, le matgriau diSlectrique lisse n'y est pas 
mentionng. De plus, l'isolement glectrique des tiges 
de saisie n'est pas mentionng et n'a aucune raison 
d'Stre. 

La figure 7 reprSsente schematiquement une machine ap- 
pliquant le principe d'glectro-grosion qui peut Stre 
utilisge pour la realisation de la prgsente invention. 
La technique d 1 glectro-grosion est basfie sur un proc§d§ 
dans lequel on donne forme a un matgriau glectriquement 
conducteur par suppression contrOlge du matgriau Sl 
l'aide d'un procgdg de vaporisation ou de fusion induit 
par des gtincelles electriques 3 haute frgquence. Les 
etincelles dgchargges sont produites par une impulsion 
contrOlge de courant continu entre l 1 article alors 
traitg {qui est habitue llement anodique ou chargg 
positivement) et l'outil ou l'glectrode qui est habi- 

tuellement la cathode ou l'glectrode nggative. La forme 
des broches est obtenue en utilisant une electrode qui 



0002166 



10 

a la forme compl£mentaire en creux de la forme des bro- 
ches requise. 

L'extr§mitS de l'glectrode et 1' article alors trait§ 
sont s§par§s par un entrefer d'oft vont jaillir les 

5 §tincelles, entrefer dont la dimension est de I'ordre 
d'environ 0,0012cm Sl environ 0,05 centim&tre, et sont 
immergSs ou inondes dans un fluide diSlectrique. Le 
mat§riau difilectrique present dans 1' entrefer est 
partiellement ionis§ sous 1 1 application d' impulsions de 

10 tension 61ev§e ce qui permet alors la d§charge des 
etincelles entre I'outil et l 1 article alors traitg. 
Chaque §tincelle produit suffisamment de chaleur pour 
faire fondre ou vaporiser une faible quantit§ de 1' ar- 
ticle sous traitement f ce qui a pour rSsultat de laisser 

15 apparaltre une petite cavitfi, ou cratdre, dans la 
surface de 1' article. 

En reference a la figure 7, l 1 article a fagonner 30 est 
fixS sur une table de travail 31 a l'aide de moyens de 
verrouillage (non reprgsentSs) . La table de travail est 
20 placSe dans un reservoir 32 qui contient un fluide 

diSlectrique 33. Le fluide difilectrique sert de conducteur 
d'gtincelles, de matiSre de r§frig§ration et de moyens 
de balayage des petites particules de materiau enlevSes 
de l 1 article alors traits, par le drain 34. 

25 Le fluide doit avoir une constante dielectrique conve- 
nable et doit pouvoir se ioniser facilement a la 
tension appliqu§e qui, par exemple, est de I'ordre d' en- 
viron 40 a environ 400 volts, afin de conduire la 
dScharge d'Stincelles. En outre, le fluide doit pouvoir 

30 refroidir le m§tal fondu ou vapor is§ produit par I'etin- 
celle et l'enlever de 1' entrefer. Le fluide est conti- 
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nuellement filtr§ et peut Stre recycle, ou bien un 
nouveau fluide peut Stre utilise. Des exemples de 
fluides di61ectriques convenables sont l'huile d'hydro- 
carbure (pStrole) ayant une viscosite de l'ordre d f en- 

5 viron 4,3 centi-stockes a 37,7°C (4,3 10" 6 m 2 s" 1 ) , le 
keros§ne, les huiles silicones, l'eau dgsionisge, les 
solutions aqueuses d'etyl&ne glycol. Le fluide doit ne 
pas pouvoir dissoudre l'adhSsif temporaire qui est 
utilise pour faire adherer 1' element support a la 

10 couche dieiectrique. 

L'outil, est plac§ face a 1' article a traiter et est 
une image compl§mentaire en creux du r§seau de broche 
requis. La figure 7 repr6sente I'outil avant sa mise en 
place pour la fabrication des broches. Comme le montre 

15 cette figure, des charges eiectriques opposSes sont 
induites entre I'outil et 1* article alors traite. 
Suivant la figure, 1* article traite est positivement 
charge et I'outil est nfigativement charge a partir 
d'une source continue 36. La quantite d'6nergie est 

20 contr816e par la resistance variable 37. 

La figure 7 repr§sente une fajon de maintenir l'entrefer 
approprie sfiparant I'outil et 1' article en cours de trai- 
tement. Dans ce mode de realisation, un moteur asservi 
39 commande le deplacement du dispositif de soutien 

25 d'outil 38 de mani&re a maintenir constant l'entrefer 

oil jaillissent les etincelles. Le moteur asservi obtient 
un signal d' entree provenant de la difference existant 
entre une tension de reference seiectionnee et la 
tension veritable presente dans l'entrefer. Le signal 

30 est amplifie et I'outil avance par commande hydraulique. 
Un court-circuit dans l'entrefer inverse le deplacement 
de I'outil par le moteur asservi. 
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Si besoin est, les broches peuvent Stre fabriquSes 
par glectro-grosion afin de former un §paulement 7 
autour de chaque broche. L 1 Spaulement est utilis§ pour 
augmenter la soliditg gldbale des broches. Cet 6paule- 

5 merit peut Stre obtenu en concevant 1' outil de sorte 
qu'il soit une image compl&nentaire en creux de la 
broche avec 1 'gpaulement, tel que represents sur ie 
dessin, ou bien en utilisant deux Stapes sSparSes 
d'Slectro-Srosion, la premiSre Stape employant un outil 

10 dont la forme est l 1 image de la broche sans Spaulement, 
comme le montre la figure 3, la seconde Stape employant 
un outil qui est l 1 image de I'Spaulement 7 de la broche. 
Les dimensions relatives de la broche et de I'Spaule- 
ment sont fonction de la densitS de broches dSsirSe par 

15 le futur utilisateur de 1* article. On a pu fabriquer 

des broches ayant un diamStre de l'ordre de 0,25mm avec 
des Spaulements ayant un diamStre de 0 f 375mm, ces broches 
Stant espacSes centre-S-centre sur une distance de 
l r 25mm. De fagon g§n6rale, il est souhai table d 1 avoir 

20 des broches ayant un diamStre d'au moins environ 0,05mm. 
En outre, lorsque la dimension requise des broches est 
suff isamment grande, par exemple f lorsque cette dimension 
correspond £ un diamStre de I'ordre de 0,375mm, il 
n'est pas nScessaire que les broches aient un Spaulement. 

25 Comme le montre la figure 4, les broches, aprSs le traite- 
ment complet par Slectro-Srosion, ne sont toujours pas 
Isoldes glectriquement entre-elles Stant donnS qu'il 
reste autour de chacune des broches une epaisseur 
relativement f aible de matSriau semi-conducteur ou 

30 conducteur dans lequel est fait le substrat. l'electro- 
grosion est rgalisSe de maniSre a venir aussi pr&s que 
possible de la couche diSlectrique 3 sans affecter la 
couche isolante. Vu que le procgdS peut Stre command^ 
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avec precision, il est possible d ' §lectro-§roder la base 
de la broche 3 0,025mm, voire moins, de 1" interface 
s§parant le substrat et la couche isolante. D'autres 
techniques de fabrication ne maltrisent pas suf f isam- 
ment la commande pour satisfaire ces strictes tolerances. 
Par exemple, une fabrication Slectrochimique ne peut 
pas Stre suf f isamment contrSlie pour 6tre envisagSe 
dans la prSsente invention. 

Le matfiriau conducteur restant autour des diverses bro- 
ches peut maintenant Stre supprim§, par exemple, par un 
proc§d§ d' attaque chimique. Etant donnS que seule une 
faible gpaisseur du matfiriau doit Stre supprim§e au 
cours de cette §tape pour isoler Slectriquement les bro- 
ches, I'Stape d 1 attaque n'a qu'un effet nSgligeable sur 
la forme et la dimension de la broche. Une attaque 
prolongee modif ierait de fagon importante la taille des 
broches. L 1 agent d 1 attaque sSlectionnS est un agent qui 
ne va pas modifier le matSriau di£lectrique une fois le 
substrat traverse. La figure 5 montre les broches comme 
etant compl&tement Isoldes. 

Un exemple de matSriau d" attaque appropriS pouvant Stre 
employs est de I'acide nitrique diluS (par exemple dans 
une solution aqueuse I 50%). L 1 attaque peut se faire en 
plagant 1' article dans un recipient (par exemple un 
becher) contenant l'acide nitrique diluS, et, ensuite, 
en plagant ce recipient dans un bain d'eau qui est 
agltS par ultrasons. En gSnSral, le substrat peut Stre 
attaquS sur une Spaisseur d 1 environ 0,025 3 0,050mm 
pendant un temps d' environ 15 secondes & environ 1 
minute. 

L'Spaisseur finale du substrat 5, aprSs traitement, est 
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normalement de l'ordre de 0,5 a 1mm. 

Les broches, maintenant glectriquement isol§es, sont 
complStement f ixges en place en appliquant vm agent de 
revStement non conducteur 8 qui recouvre le plan de 

5 masse 5 et qui recouvre partiellement les broches 6 tout 
en remplissant l'espace qui les s§pare. Des exemples de 
quelques uns des agents de remplissage et de revStement 
appropriSs sont les compositions du type § encapsu- 
lation telles que les compositions de polymSre saturSs 

10 ou non saturSs comme, par exemple, les matSriaux 6poxy, 
les polyimides et les gommes synthStiques y compris 
celles qui ont StS employees prSalablement pour sceller 
et encapsuler partiellement les broches dans un substrat 
porteur. La rSsine Spoxy peut Stre, par exemple, un poly- 

15 mSre bis-ph§nol A - gpi-chlorohydrine et peut Stre 

combinSe a un agent de cuisson a la temp§rature ambiante. 
Les liants peuvent Stre soumis a cuisson de maniSre a 
lier de f agon permanente les broches pendant la durSe 
de leur utilisation. 

20 une fois les broches liSes de fagon permanente, I'SlSment 
support 3 peut Stre supprimS. Par exemple, pour les 
adhSsifs temporaires dScrits ci-dessus, des solvants 
tels que des alcools, de 1* acetone, ou du trichlorSthy- 
lSne, peuvent Stre utilises pour dStruire le liant de 

25 l'SlSment support et de la couche isolante sans affecter 
la plan§it§ de la couche isolante. Cette operation se 
fait par immersion de 1' article dans.le solvant. Le 
trichlorSthyl&ne est utilise avec un adhSsif a base de 
cire connu sous le terme "cire noire"; I'opSration est 

30 suivie par un ringage avec de l f acetone. 

L' article peut Stre connects au circuit desirS par des 
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connexions Slectriques appropriSes au travers du mats- 
riau diSlectrique. L 1 article peut Stre montS, par 
exemple, sur des cartes ou des panneaux de circuits in- 
tSgrSs et peut Stre connects par une technique quelconque 
bien connue, par exemple, par cablage, enfichage, ou 
bien cet article peut Stre soudS. 

Comme le mettent en Evidence les Stapes dScrites ci- 
dessus, la prSsente invention fournit un procSdS pour 
obtenir des broches Slectriquement isolSes, distinctes 
dans un plan de masse ainsi qu'une couche d'isolement 
plane qui ne nScessite pas d' Stapes mScaniques supplS- 
mentaires, par exemple, des Stapes d'abrasage et de 
polissage, pour Stre plane. La prSsente invention off re 
un procedS qui peut Stre facilement automatisS ce qui 
fait que les dimensions peuvent Stre contrSlSes de 
fagon rigoureuse et prScise. Vu la prScision de la 
commande et la rigueur des tolSrances obtenues & l'aide 
de la prSsente invention, on peut prSparer des supports 
pour microplaquettes h densitS SlevSe. 

Bien que l'on ait dScrit dans ce qui prScSde et reprSsen- 
tS sur les dessins les caractSristiques essentielles de 
!• invention appliquSes Sl un mode de rSalisation prSfSrS 
de celle-ci, il est Svident que I'homme de l'art peut y 
apporter toutes modifications de forme ou de dStail 
qu'il juge utiles, sans pour autant sortir du cadre de 
ladite invention* 



0002166 



1 

RE VEND I CAT IONS 

Support pour microplaquette de circuits intSgr§s 
comportant: 

un §l§ment di§lectrique, 

un rSseau de broches espacees, electriquement 
conductrices ou semi-conductrices , mais electri- 
quement isolSes les unes des autres, plac§es d'un 
c6t§ de cet §l§ment di§lectrique, 

un plan de masse conducteur ou semi-conducteur 
couvrant la face de cet gl§ment di§lectrique 
placee du mSme c6t§ de celui-ci que les broches , 
ce plan de masse gtant isol§ de chacune de ces 
broches, 

caract6ris§ en ce que: 

les broches font saillie de cette face de l'il§- 
ment diSlectrique, 

le plan de, masse est constitue du mSme mat§riau 
que les broches. 
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Support pour microplaquette de circuits int6gr§s 
selon la revendication 1 caractSris§ en ce que: 

ces broches comprennent un fipaulement situ£ contre 
l'§l§ment diSlectrique. 

Support pour microplaquette de circuits integrSs 
selon la revendication 1 ou 2 caract§risS en ce 
que: 

un agent de revStement et de remplissage non conduc- 
teur couvre ce plan de masse et entoure le r§seau 
de broches. 

Support pour microplaquette de circuits int§gr§s 
selon l'une des revendications 1 a 3 caractSris§ 
en ce que: 

des connexions glectriques traversent 1 'element 
di£lectrique • 

Proc6d§ pour f abriquer un support pour micropla- 
quette de circuits int§gr§s, caractfirisfi en ce 
qu'il comprend les Stapes suivantes: 

a. obtention d'un substrat ilectriquement 
conducteur ou semi-conducteur sur l'un des 
c6t6s duquel est d€pos£e une couche diSlec- 
trique , 

b. attachement, de fajon amovible, de la face 
de la couche di§lectrique, non adjacente au 
substrat, Sl un §l§ment support , 
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c. txaitement par §lectro-§rosion du substrat 
de fagon h produire un rSseau de broches 
faisant saillie du substrat, 

d. dScapage chimique du matSriau du substrat 
situS autour de chaque broche jusqu'S la 
surface de la couche diSlectrique pour assu- 
rer 1' isolation Slectrique des broches les 
unes avec les autres et avec le reste du 
substrat, 

e. detachement de l'glSment support. 

ProcSdS pour fabriquer un support pour micropla- 
quette de circuits int§gr§s selon la revendication 

5 caract§ris§ en ce que: 

l'gl&nent support est attache de fagon amovible 
Sl la couche diSlectrique en utilisant un adh§sif 
temporaire . 

Proced§ pour fabriquer un support pour micropla- 
quette de circuits intSgrSs selon la revendication 

6 caract§ris§ en ce que: 

I'SlSment support est d§tach£ en plongeant 1' en- 
semble §l§ment support et couche diSlectrique dans 
un bain solvant qui dissout l»adhesif temporaire. 

Proc§dS pour fabriquer un support pour micropla- 
quette de circuits integrSs selon l'une quelconque 
des revendications 5 a 7 caractgrisS en ce que le 
traitement par §lectro-§rosion se fait en deux 
Stapes, la premiere §tape produisant le corps 
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principal des broches et la seconde 6tape produi- 
sant un Spaulement sur les broches adjacent £ la 
couche di§lectrique« 

Procede pour fabriquer un support pour micropla- 
quette de circuits intSgres selon l'une quelconque 
des revendications 5 3 8 caract§ris§ en ce que: 

le traitement par §lectro-§rosion du substrat est 
conduit jusqu 1 ^ une distance de l'ordre de 0,025mm 
de la couche di§lectrique. 

Proc§dS pour fabriquer un support pour micropla- 
quette de circuits int€gr§s selon l'une quelconque 
des revendications 5 3 9 caractSrisS en ce qu'il 
comprend l'Stape suppl&nentaire de: 

f. application d'un agent non conducteur de revS- 
tement et de remplissage pour recouvrir le 
substrat et pour entourer chacune des broches 
du rSseau de broches. 
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